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はじめに 

オンチップインダクタは高周波集積回路において、回路の性能を決める重要な要素になる。今

回、UWB 信号のサンプリング・トラックアンドホールド(T/H)回路[1]に搭載されるオンチップイ

ンダクタの周波数特性及びオンチップインダクタを搭載した T/H 回路の UWB特性を調べた。 

実験 

 T/H 回路に搭載されるオンチップインダクタのパラメータを電磁界シミュレータ

HFSS(ANSOFT High Frequency Structure Simulator)により抽出し、インダクタを搭載した T/H 回路

の VNA(Vector Network Analyzer )による Sパラメータ測定結果と比較した。 

 結果と考察 

オンチップインダクタのシミュレーション及び実測の周波数特性を Fig.1 に示す。実測値は

UWB 帯域（3-10GHz）において、シミュレーション値とほぼ一致した。また、実測により、オン

チップインダクタを搭載する前後の T/H 回路の帯域を Fig.2 に示す。オンチップインダクタを搭

載し、T/H 回路のキャパシタンスを補正することで、入力帯域の下限が 4.35 GHz から 3.93 GHz

に広がった。 
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Fig.1 : オンチップインダクタの S

パラメータ周波数特性 

 

Fig. 2: インダクタを搭載前
後の T/H回路の帯域 
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